Microondas
Técnicas de andlisis de circuitos

Jestis Sanz Marcos

e-mail: jesus.sanz@upcnet.es

Barcelona, Spain. 08/12/2000

Impedanciay
tensiones y corrientes equivalentes

VEgEd = gt 2=
+ c*

TE, :

E,(x, y,z):MAsengéﬁge'jbZ = AE,(x, Y™
p éag

H,(x, y,z):J—baAsen%*ﬁ?e'jbZ = AR (x, y ™
p éag

E(x, )= Dy pyen)

C,

Ht(X, ):h(xxy)(l+e-jbz I-ejbz)
2

= Z e(X,

f(x, y) = 22 Y

I(z)=1"e P2 gt

Matrices de impedancia y admitancia
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Medida de [Y]: generador de tension en | y

cortocircuitamos el resto de entradas, midiendo sus
corrientes.

Medida de [Z]: generador de corriente en j, dejamos en

circuito abierto el resto de entradas y medimos su
tension.
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Parametros de dispersion
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Accesos adaptado

Z=2,p G=0

No vuelve sefial a la red b toda la sefial se entraga a la
carga.

Caélculo de parametros [S]
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S. . coeficiente de reflexion del acceso “i” cuando

todos los demas estan cargados con Z,; .

Flujo de potencia del acceso
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Caso general'
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Si el generador es candnico
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Propiedades de la matriz [S]
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1) La matriu [S] és simetrica per a qualsevol circuit
reciproc: S; =S;,. Son reciprocs tots els circuits

passius sense ferrites magnetitzades.
2)  Canvi del pla de referencia
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3)  Paraun circuito pasivo: |S; [E1
A la porta “i”, la poténcia neta que entra és:
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Circuito pasivo con pérdidas: P, >0P | S, [<1'i,
Circuito pasivo sin pérdidas: P, =0
Circuito activo: P, <0

4)  Cualquier circuito sin pérdidas cumple:
[sT [s]=[]
[slsT' =[]

5)  Circuitos simétricos
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Un bipuerto unitario (pasivo y sin pérdidas) y
reciproco, siempre puede hacrese simétrico con el
cambio de planos de referencia. Partimos de la red de 2
accesos pasiva y sin pérdidas.
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Andlisis de redes de dos accesos
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Inversores de impedancias/admitancias
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Propiedades:
k?-2? A
Sy = 0 =gl real S, =#y1-g* =S,

K> +2Z2
Es un bipuerto pasivo, sin pérdidas (unitario), reciproco y
simétrico con S, ; real, entonces es un inversor.

Sia <0:k<Z, b inversor impedancias

Sia >0:k>Z; b inversor admitancias

Atenuadores
Propiedades:
-Red de dos accesos que reduce el nivel de sefial

-Estan adaptados: S; =0

-No introduce desfase: S ,,S,, T A

-En general es reciproco: S;, =S,
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-En general: [S] =& {
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-Atenuacion: L =—
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Atenuador tipo “T”
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Ventajas de los atenuadores
Mejoran la daptacion de los circuitos, aunque
incrementan el ruido.
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Lineas de transmisién planares
(linea microactiva o0 microstrip)

Ventajas
-Facilidad de construccion
-Incorporacién dispositivos

-Dimensiones reducidas (si €, - )

Inconvenientes

-Linea inhomogénea (aproximaciones para Zy| ,...)
-Vilida para potencias medias y bajas

Linea inhomogénea
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Si w. b linasanchas P baja impedancia

Si - ~ b lineasestrechas b alta impedancia
Valores tipicos de 15W<Z; <100W

Circuitos en gui de ondas
(gruia de ondas rectangular)
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Un diafragma en guias de onda se puede modelar con
una admitancia en paralelo entre dos lineas de

transmision.



